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Tekniskt onorade 

Poreliggande uppf inning avser ett satt att fram-- 
stalla ett f ornrverktyg, sotn Sr avsett for utformning av 
ett reliefmonster i nanoskala p& ett fdrexnal och har ett 
skikt, som ar antividhSf tande med avseende p& fdrem&let. 

Uppf inningen avser aven ett formverktyg, eom ar 
avsett f6r utfomnninig av ett relieftndnster i nanoskala p& 
ett foremai och har ett skikt, som &r antividhaftande tned 
avseende p& fdrem&let. 

Poreliggande uppf inning avser aven ett 
lagringsmedium, s&som en CD- eller DVD-skiva eller en 
h^rddisk. 



Teknisk bakgrund 
15 Vid replikering av nanostrukturer anvands ofta en 

stamp, som praglar ett monster i en med en lamplig 
polymer, s&som en termoplast, belagd platta- Det ar nod- 
vandigt att &stadkomma en antividhaftande gransyta mellan 
den monstrade stampen och polymeren for att undvika att 
20 polymeren fastnar pa och kontaminerar stampens yta da 

stampen efter pragling losgors fran den belagda plattan. 
Aven det replikerade monstret pa plattan kan skadas av en 
sadan vidhaftning. En framgangsrik pragling kraver sa- 
lunda att stampen ar kemiskt och mekaniskt stabil och har 
25 ringa vidhaftning vid polymerer* 

R.W. Jaszewski et al beskriver i Microelectronic 
Engineering 35 (1997) 381-384 att stampens yta kan tackas 
med ett ultratnnt, antividhaftande skikt av PTFE 
(polytetraf luoreten) - Skiktet falls ut med hjaip av 
30 antingen plasmapolymerisation eller jonsputtring fran ett 
plasma. Jaszewski et al uppger att skiktets kvalitet 
forsamras da stampen utnyttjas for upprepade praglingar. 
Skiktet ar uppenbarligen inte tillrackligt stabilt- 
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I WO 01/53889 beskrivs ett satt att fasta ett 
monomolekyiart , antividhaf tande skikt pk en tnetallstaTOp . 
Qetta satt forutsatter att det monomolekyiara skiktet 
innef attar en tnerkaptogrupp som kan binda in till 
metallstantpen och bilda en tnetallsulf id. 

Det ovan naranda monomolekyiara skiktet Sr dock 
specif ikt anpassat till en visa yta och krSver att det 
monomolekylara skiktet innefattar en merkaptogarupp som 
kan binda in till metallstan^en och bilda en metall- 
sulfid. I vissa afqplikationer har det monomolekylara 
skiktet inte heller tillrackligt bra vldhSftning vid 
stanqpens respektive formens yta. Detta kan dels innebSra 
att det monomolekyl^a skiktet lossnar fr&n staropen, 
varvid stampen maste kasseras eller repareras, dels att 
ett farem&l, s&som en DVD-skiva, till vilket ett mSnster 
skall 6verf6ras, skadas vid dverfSringen av tnfinstret p& 
grxmd av vidh&ftning vid stampen. 

Sammanfattning av uppf inningen 
20 AndaTO&let med fdreliggande uppfinning lir att 

Tuidanr6ja eller minska de ovannamnda nackdelama och 
astadkomma ett s^tt att frarastalla ett formverktyg, som 
har ett antividhaftningsskikt , som ar stabilt och har 
goda antividhafteaide egenskaper. jindam&let uppn&s enligt 
25 uppfinningen med ett s^tt att frarastSlla ett formverktyg, 
som ar avsett f6r utforraning av ett reliefm&nster i 
nanoskala p& ett f5remai och har ett skikt, som ar 
antividhaftande med avseende pa foremaiet, vilket satt 
kannetecknas av stegen 
30 att ett stanqpamne fdrses med reliefm6nster pa en 

yta, 

att den monstrade ytan beiaggs med ett skikt av en 
metall, som har ett stabilt oxidationstal och kan bilda 
en mekaniskt stabil oxidfilm, 
35 att skiktet av metall oxideras f6r bildande av en 

oxidfilm, och 
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att oxidfilmen p&f6rs ^tminstone ett reagens, som 
inneh&ller molekylkedjor, som var och en bar en 
kopplingsgrupp, som binds med kemisk bindning, 
foretradesvis en kovalent bindning, till oxidfilmen, 
S varvid molekylkedjorna antingen fr&n bSrjan innef attar 
&tminstone en fluorinnehSllande grupp eller i en 
efterfoljande behandling forses med itminstone en s&dan 
ganapp. 

Ett ytterligare &ndain&l med foreliggande uppfinning 
10 ar att astadkomma ett fonmrerktyg, som bar ett 

antividhaf tnlngsskikt, som ar stabilt och bar goda 
antividhaftande egenskaper. Detta andam&l astadkommes med 
ett formverktyg, som ar avsett fdr utformning av ett 
reliefmSnster i nanoskala pa ett fdremai och har ett 
IS skikt, som ar antividhaftande med avseende pa fdremaiet, 
vllket formverktyg kannetecknae av att formverktyget 
innef attar ett starnpamne, som pa sin yta uppvisar ett 
reliefmSnster, och ett skikt av en metall, som har ett 
stabilt oxidationstal och kan bilda en mekaniskt stabil 
20 oxidfilm, vilket skikt av metall har applicerats pa ' 
naronda yta och sedan oxiderate for bildande av en 
mekaniskt stabil oxidfilm, varvid det antividhaftande 
skiktet innef attar molekylkedjor, som vardera har 
atminstone en kopplingsgrupp, som med kemisk bindning, 
25 fdretradesvis en kovalent bindning, ar bunden till 

oxidfilmen, och atminstone en fluorinnehailande grupp. 

Ett ytterligare andamai med uppfiimingen ar att 
astadkomma ett lagringsmedium, sasom ett optiskt 
lagringsmedium, sasom en CD- eller DVD-skiva eller en 
30 sklva som har annu finare strukturer, eller ett 

magnetiskt lagringsmedia, sasom en harddisk, vilket 
medium har ett reliefmdnster som inte skadats pa grund av 
vidhaftning vid ett formverktyg da reliefmonstret 
frarastaildea, varvid mediet har h6g kvalitet. Detta 
35 andamai uppnas enligt uppfinningen med ett lagrings- 
medium, sasom en CD- eller DVD-skiva eller en harddisk. 
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vilket kannetecknas av att ett formverktyg enligt ovan 
utnyttjats fftr utformning av ett relief iii6nBter p& mediet. 

Ytterligare fdrdelar och kSnnetecken hos lapp- 
f iimingen framg&r av nedanat&ezule beskrivnlng och de 
5 ef terfdljande patentkraven. 

Ifortfattad beskrivninq av ritningama 

Uppf inningen kommer nu att beBkrivas mera i detalj 
raed hjaip av ett icke begranaande utforingsexenpel och 
10 under hanvisning till bifogade ritningar. 

Pig 1 ar en tvaraektion och visar ett parti av en 
med ett metallskikt fdrsedd stamp av nickel avsedd f6r 
pragling av DVD-skivor. 

Pig 2 ar en fAratoring av det i fig 1 visade partiet 
15 II och visar inetallskiktet med ett darp& fast 
antividhaftande skikt. 

Detalj erad beskrivninq av uppfinningen 

Ett icke-begransande exenqpel pa dverforing av m5n- 

20 ster i nanoskala ar nanopraglingslitogreUEi (aven kallat 
nanoimprintlitograf i) , som ar en teknik fftr maas- 
prodiiktion av nanostrukturer. Ett forraverktyg i form av 
en stamp forses med ett nanomSnster pa sin yta. Station 
varms och pressas mot ett med ett polymerskikt belagt 

25 siibstrat, varvid monstret 6verf6rs till polymerskiktet - 
Nanopragling beskrivs nartnare i WO 01/69317 och 
US S 772 905. Stampen enligt foreliggande uppf inning kan 
aven anvandas i andra praglingsprocesser sarat raed eller 
utan varmning f6re pressningen. 

30 Btt annat exen^el pa 6verf6ring av mdnster i nano- 

skala ar framstailning av CD- och DVD-skivor. Pdrfarande 
f6r framstailning av CD-skivor beskrivs exempelvis i "The 
contact disc handbook" av c Pohlmann, Second edition, A-R 
Editions Inc, ISBM 0-89579-300-8, a 277 ff . Vid denna 

35 framstailning utnyttjas en gjutform i vilken en sfciva av 
polykarbonat gjuts. Ett formverktyg i form av en m6nstrad 
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nickelstan^ inf6rs i en vftgg i gjutformen fdr utformning 
av ett 5nskat monster pk CD- eller DVD-sklvan. 

Termen "nanoskala" skall inte tolkas som att den 
endast avser strulcturer i sxibmikrometeromr&det, dvs 
strukturer med en storlek i omr&det I-IOOO xim. En atanp 
har ofta ett m6nster med biide strukturer i sxobmikrometer- 
onir4det och strxikturer med en storlek av upp till 100 
mikrometer och at6rre, s&som upp till omkring 5 mm. 
Foreliggande uppf inning Sr f SretrSdesvis anvSndbar for 
stairqpar som innefattar strukturer i submikrometeromr&det 
och/eller omr&det 1-100 mikrometer. Den b&sta effekten av 
uppfinningen uppnia med strukturerna i submikrometer- 
omr&det eftersom dessa relativt sett &r kSnsligare for 
vidhlLftning d& 8t8uiipen Idsgors. 

Termen "monoraolekyiart skikt" avser i f6religgande 
ansdkan ett sklkt med en tjocklek som motsvarar l&cigden 
hos en molekyl. Den molekyl som vid f6religgande 
uppf inning ingftr i det monomolekyl&ra skiktet fir. 
langstrackt och ar vid sin ena ^nde kemiskt bunden- till 
en yta. De till ytan biandna molekylema har ingen eller 
endast ringa tendeixs att vidhafta, kemiskt eller fysiskt, 
till andra raolekyler eller andra ytor. 

Enligt foreliggande uppf inning Astadkommes en stamp 
for anvSndning vid utformning av monster i nanoskala, 
vilken stamp har ett mycket stabilt och slitstarkt anti- 
vidhaftande skikt. "Utformning av mSnster" kan, sasom det 
anvands i foreliggande ansokan, innebara att stanipen 
utnyttjas for att pragla in ett monster i ett f6rem&l, 
eller att stan^en utnyttjas som en vagg i en form i 
vilken ett fdrem&l, som skall erh&lla mdnstret, gjuts, 

I ett fdrsta steg utnyttjas ett stanpSmne vars yta 
relief m6nstras pk n&got tidigare kSnt sStt, eaeeropelvis 
genom etsning eller gjutning i en monetrad gjutform. 
Lampliga material i stampSmnet ar exenpelvis nickel, 
krom, kisel, kiseldioxid, kiselkarbid, wolframoxid, 
diamant, olika polymerer, halvledarraaterial, s&aom GaAs, 
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InP, GalnP, Galn;^, ZziS, samt blandningar av dessa 
material. Speciellt £6redragna material f6r framst&llning 
av en starop ar kisel och nickel, eftersom dessa material 
ar IStta att m6nstra och har h5g h&rdhet och slltstyrka. 
5 Starapamnet kan Sven innefatta ett skikt av nickel som 
applicerats pk en baaplatta av kisel. 

Ef ter mdnetringen tvattas stampairaiets tnonstrade yta, 
lainpligen med ett eller flera organiska ISsningsmedel, 
och torkas. 

10 Efter tvStten appliceras ett tunt metallskikt pa 

stamparanets monstrade yta. Metallskiktet kan lan^pligen 
appliceras med hjaip av fr^n andra teknikomrfiden tidigare 
kSnda metoder f6r applicering av ttuma metallskikt pk 
ytor. Olika metoder ffir utf alining av meteaiskikt 

15 beskrivs i bland annat "Handbook of deposition 

technologies for films and coatings: Science, technology 
and applications", edited by Rointan P. Bunshah, second 
ed. , Noyes Publications, Westwood, NJ, USA 1994, ISBH 0- 
8155-1337-2. De f6redragna metodema vid ffireliggande 

20 uppfinning Sr belaggning med f6r&ngad metall i vakuiun, 
vilket beskrivs i kapitel 4 i ovannamnda handbok, och 
sputtring, vilket beskrivs i kapitel 5 i ovannamnda 
handbok, Metall skiktets tjocklek kan mStaa med hjSlp av i 
kapitel 4 resp 5 i ovannSmnda handbok beskrivna metoder. 

25 Vid belaggning med forAngad metall i vakuum placeras 

det m6nstrade stampamnet lampligen pa en roterande platta 
i en ugn som evakueras till ett tryck av exenrpelvis 1-100 
mPa. StampSmnet har lampligen en teraperatur, som ligger 
nara arumsteiqperatur. Pdrangad metall tillfdrs sedan ugnen 

30 och kondenserar pa statrpamnets yta i ett tunt skikt. 
Roterandet av stampamnet \mder belaggningen medfor att 
skiktet blir vasentligen lika tjockt pa alia partier av 
stanqpamnets m5nster. Metallskiktets tjocklek mats under 
belaggningen med hjaip av en kalibrerad, i ugnen 

35 placerad, vibrerande kristall, Ett metallskikt kommer att 
beiaggas Seven pa kristallen, som da far en f6randrad 
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£rekven8. Porandringen i frekvens utnyttjas som ett m&tt 
pk metallskiktets tjocklek. 

vld bel&ggning med ett tnetallskikt med hjalp av 
sputtring^ exetnpelvis magnet ronsputt ring, placeras 
5 stampatnnet och ett fast stycke av den metall som skall 
bilda skiktet i en kammare som inneh&ller en adelgas, 
sasom Argon, och har mycket Ikgt tryck, s&som 1-100 mPa. 
Adelgasen joniseras och en magnetron sander 
adelgasjonerna, i forekommande fall argon jonerna, mot 

10 metallstycket . Argon jonema slar ut ytatomer fr&n 

metallstycket, vilka sedan fails ut p& statnpamnets yta. 
Dk ett tillrackligt tjockt tnetallskikt f&llts ut p& 
stampamnets yta avslutas beiaggningen och den darmed 
bildade stantpen tas ut ur ugnen resp kammaren* 

15 Metallskiktet skall darefter oxideras. Beroende av 

den aktuella metallen kan oxidationen antingen ske 
spontant eller &stadkommas genom lanqplig behandling. 
Spontan oxidation kan ske vid kontakt med omgivningsluf t , 
filtrerad omgivningsluf t , ren syrgas eller en blandning 

20 av syrgas och kvavgas. En laraplig behandling kan besta i 
att metallen behandlas med ett ayrgasplaema eller 
anodiskt. Behandling av en raetallyta med ett 
syrgasplasma beskrivs i exen^elvis den ovan namnda 
"Handbook of deposition technologies...'', kapitel 

25 ''Surface preparation for film and coating deposition 
processes", sid 82«130, sarskilt sid 109-120. 

Den metall som ing&r i metallskiktet skall vara 
sadan att den vid oxidering bildar kemiskt och mekaniskt 
stabila oxider till vilka ett antividhaftningsskikt kan 

30 bindas. Med "kemiskt stabil" avses hSr att den pxiderade 
metallens oxidationstal inte skall fdrandras vid de 
tryck, tempera turer och kemiska fdrhailanden som rader 
dels vid framstailning av det antividhaf tande skiktet, 
dels vid anvandning av statnpen vid nanoimprintlitograf i 

35 eller gjutning. Med "mekaniskt stabil" avses har att den 
oxiderade metallen inte skall lossna fran stanpamnet 
eller pa annat satt andra form vid de tryck och 
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ten^ieraturer som r&der dels vid f ramstailnlng av .det 
antividhSftande skiktet, dels vid anvtndning av stampen 
vid nanoimprintlitografi eller gjutning. 

Metallen b6r ha ett stabilt oxidationstal . Metaller 
5 med ett foredraget oxidationstal bildar huvudsakligen 
endast en typ av oxid med ett ketniakt stabilt 
oxidationstal, som inte andras under frarastailning av det 
antividhaftande skiktet eller vid anvSndning av stampen 
f6r nanoiniprintlitografi eller gjutning av relief- 
10 monstrade fSrem&l. Vissa metaller kan ha en katalytisk 
ef fefct som synes ha en oxiderande effekt p& kolkedjor i 
det antividhaftande skiktet vid de f6rh&llanden som rAder 
under ovan nSmnda anv&adning. Bxempel p& metaller med 
sannolik katalytisk effekt Sr platina. Pa, och palladium, 
Pd, men i viss m&n Sven andra metaller som nickel, Ni. En 
indikation p& detta anges i "Preparation of novel Raney- 
Ni catalysts and characterization by XRD, SBM and XPS'' , 
Hao Lei et al. Applied Catalysis A: General 214 (2001)' 
69-76. Raney-nickel hr ett svampformigt nickelSmne som 
har katalytisk effekt och bland annat kan bryta ned 
kolvaten. Bn nanostrukturerad nickelyta kan anses ha 
vissa likheter med Raney-nickel och kan d^rfor ha 
nedbrytande effekt p& ett monomolekylart skikt. Risken Sr 
darf6r stor att ett monomolekylart skikt som ar fast p& 
t ex en stamp med en nickelyta lossnar fr&n nickelytan. 
Da ett stampamne &r framstailt av flera olika material, 
tex ett stan^Smne som Sr framstailt av en metallegering 
eller ett stampamne framstSllt av flera delar av olika 
material, kommer metallskiktet att Astadkomraa att 
ytskiktet £kx samma och dessutom fdrutsSgbara egenskaper 
over hela stampens yta. 

En annan viktig egenskap hos metallskiktet Sr att 
det skall ha god vidhaftning vid det aktuella materialet 
i stampamnet. 

Den bildade oxiden b6r ha god mekanisk hSllfasthet 
sa att den t&l upprepade st4mplingar med stampen. ^ mer 
fdredraget Sr att oxiden Sr Bk h&rd att ett hArt ytskikt 
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bildas, vilket ar slitage- och trycktAligt . : H&rdheten p& 
oxidskiktet ar lampligen Itminstone 4 enligt Mohs ekala, 
an mer f6redraget Attninstone 5. 

Metaller som speciellt ISmpliga f6r belSggning av 
5 stampaimets yta Sr titan, Ti, zirkonium, Zr, niob, Nb, 
tantal, Ta och aluminium, Al. Det monomolekyl4ra skiktet 
synes ha bast vidhSftning vid metallskiktet om bindningen 
raellan molekylerna och metallskiktet har en dvervagande 
kovalent struktur. B.P. Levine har i Phys. Rev B 7, 2591, 
10 (1973) gjort matningar av Phillips -j onicitet . Enligt 

dessa matningar ar joniciteten for NIO 0,841, for AI2O3 
0,796 och far Ti02 0,686. Bn mSjlig tolkning av dessa 
resultat ar att TiOg har minst jonisk karaktar och darmed 
skulle kuima ge upphov till bindningar med mer kovalent 
15 karaktar an mo. Aven detta skulle saiedes kuima vara en 
fdrklaring till att en nickelyta Ante ar helt ISmplig f6r 
att kvarhaila ett monomolekyiart sklkt. 

Titan bildar vid kontakt med oragivningsluft stabil 
titandioxid, som kan foreligga i form av TiOg och/eller 
TiO(OH)2 i olika inbdrdes forhailanden beroende pa 
luftfuktighet, ten^eratur mm. Da skiktet av titan har 
torkats, sasom ar fallet vid nedan beskrivna inbindning 
av ett antividhaftningsskikt, fSreligger titandioxiden 
nastan enbart som TiOa. Efter en kort tids kontakt med 
omgivningsluft ffireligger titan i ytskiktet nastan enbart 
som fyrvart titan, Ti^-IV, och bildar saiedes en stabil 
oxid, som ar vasentligen kovalent avseende 
bindningskaraktaren. Zirkonium, Zr, bildar pa liknade vis 
stabil zirkoniumoxid, som kan representeras av ZrOj, i 
vilken zirkonium har det helt dvervagande oxidationstalet 
■fIV. Niob, m. bildar vid kontakt med omgivningsluft 
stabil NbaOg. Tantal, Ta, bildar vid kontakt med 
omgivningsluft stabil TaaOg. Tantal resp niob har i dessa 
oxider oxidationstalet +V. Aluminium bildar vid kontakt 
med omgivningsluft stabil aluminiumoxid, som antages 
foreligga i form av AI2O3, dar aluminium ar trevart, 
Al+III. Metallen bor bilda kovalenta oxider eftersom 
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detta ofta innebar en hdgre h&rdhet hos oxidskiktet an 
vid joixiska oxider. Titan och aluminium ar dSxiDed 
sSrskilt lanrpliga metaller. 

I vissa fall Sr det f6r listadkoinmande av baata 
5 tn6jliga vidhSftning lainpligt att genora en behandling i 
reducerande mil jo avl^gena eventuell oxid frftn 
stanpSmnets yta imian metallskiktet appliceras p& denna 
yta. Det f6re£aller dock som att vissa metaller, 
exetnpelvis titan och aluminium, kan uppta syre £r&n ett 

10 stan^mnes oxid och bilda ett metallskikt som har god 
vidhaftning vid stampamnets yta &ven ora stampamnets yta 
inte &r oxidfri d& meteaiskiktet appliceras. 

Metallskiktet b6r ha sSdan tjocklek att ett homogent 
och stabilt oxidskikt bildas p& metallskiktet s yta 

15 samtidigt som metallskiktet ar stabilt fast vid det 

underliggande stamparanet. Ett alltffir tjockt metallskikt 
kan p&verka statttpanmets m6nater sa att onskat resultat ej 
erhailes vid pragling med den fardiga stanqpen. Det ar 
dock ofta mojligt att vid utformning av stampamnets yta 

20 ta hansyn till att ett metallskikt av visa tjocklek skall 
fallas ut pa stampamnet och empassa stampamnets struk- 
turer efter detta. Bn annan orsak till att metallskiktet 
inte bdr vara f6r tjockt ar att sprickor kan uppsta i 
metallskiktet vid uppvarraning av stampen om stampamnet 

25 och metallskiktet har olika varmeutvidgningskoef f icient . 
Eftersora stampen varms upp under nanopraglingen 
respektive gjutningen skulle ett tjockt metallskikt och 
en skillnad i varmeutvidngingskoeff icient med Atfoljande 
sprickbildning paverka atanpena livsiangd negativt. 

30 Metallskiktet har lampligen en tjocklek av 1-300 nm, an 
mer fdredraget 1-100 nm och mest fdredraget 2-20 nm. 

Vid vissa stampamnen ar det lanqpligast att metall- 
skiktet har sadan tjocklek att det i graneskiktet mot 
stampamnets yta aven efter oxidering foreligger i 

35 metallisk form for att ge god vidhaftning vid namnda 
statt^arane. Om metallskiktet ar alltfor tunt kan 
syreatomer vandra igenom metallskiktet ned till 
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stampanziet och oxldera detta, vilket i vissa £all &r 
negativt for vidhAf tningen av metal Iskiktet mot 
stampamnets yta. Vid exetnpelvis titandioxid har det visat 
sig att titandioxidskiktet ef ter oxidering i 
B omgivningsluft enligt ovan erh&ller en tjocklek av ca 5 
nm- D& metallskiktet ar ett titanskikt ar det ofta 
lanipligt att titanskiktet har en tjocklek av mer an 5 nm, 
laitpligen ca 10 nm. Ett genom oxidation i omgivningsluft 
bildat skikt av aluminiumoxid har en tjocklek av 
10 &tminstone ca 2 nm. Ett skikt av alimlniumoxid har darf6r 
l&npllgen en total tjocklek av ^tminstonie ca 5 nm. 

Z andra fall, s&som d& ett skikt av titan eller 
aluminium appliceras p& ett stampftmne av nickel « komnier 
&ven oxiden, titandioxid eller aluminiumoxid i n&mnda 
IS fall, att ha tillr^cklig vidh&ftning mot stamp&mnet. Vid 
titanskikt p& ett nickelstanp&mne best&ms s&ledes den 
minsta tjockleken pA titanskiktet av den tjocklek som 
kr&vs for att det bildade titandioxidskiktet skall vara 
tillrackligt hSllfast och tacka hela stampamnets yta. Vid 
20 ett stan5>amne av nickel b6r skiktet av titan eller 
aluminium ha en tjocklek av &tminstone ca 2 nm. 

Ett antividhaf tningsskikt fasts sedan p& det 
oxiderade metallskiktet. Enligt en fdredragen 
utf&ringsform av uppfinningen anv4nds ett forsta och ett 
25 andra reagens. Det fdrsta reagenset binds vid en forsta 
reaktion till metallskiktet, varvid det andra reagenset 
vid en andra reaktion binds till det forsta reagenset. 
Anledningen till att denna utforingsform ofta &r 
foredragen Sr att det ar relativt enkelt att fa tag p& 
30 kommersiellt tillgangliga foreningar som Scr lampliga att 
anvlnda som forsta respektive andra reagens. 

Ett forsta reagens f5r anvandning vid f ramstailning 
av stampen enligt uppfinningen har atminstone tva funk- 
tionella grupper. En forsta funktionell grupp Sr avsedd 
35 att binda in till metallskiktets yta. Ett exempel pa en 
sadan forsta funktionell grupp ar en silangrupp med 
formeln (BO) s.^R'nSi" . Silangruppen kan bindas till 
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metallskiktetmedelst en grupp Bl p& metal Iskiktets yta^ 
varvid Bl vanligen kc M-O- eller M-OH dar M ar en i 
metallskiktet ing&ende metallatom. "Silangrupp" avser i 
foreliggande ansokan aven ovann&tnnda grupp ef ter det att 
5 den btindits till stanrpen. Silangruppen kan innefatta n 
alifatiska grupper R' och 3-n reaktiva bindningsgrupper 
BO, dar n=:0, 1 eller 2. BO Sr lampligen en hydrolyserbar 
grupp. Lanpliga reaktiva bindningsgrupper BO ar klor (CI) 
eller alkoxigrupper, foretradesvis C1-4 alkoxigrupper, 

10 mera fdredraget alkoxigxrupper, sAsom etoxigrupper 

(Eto) , metoxigrupper (MeO) , De alifatiska grupperna R' ar 
lampligen, i den m&n de alls hx narvarander korta, 
m^ttade alifatiska grupper, f6retr&desvis Ci»4 alkyl- 
grupper, mera foredraget alkylgrupper s&som etyl- 

15 gocupper och metylgrupper. DA n«l eller 2 och R' ar en 

metylgrupp erh&lls en mindre bindningsyta, dvs det mono- 
molekylara skiktet kan packas t&tare. Den starkaste bind- 
ningen till ytan erh&lles dock d& n«0, dvs da silan- 
gruppen har tre reaktiva bindningsgrupper BO, Btt exenqpel 

20 p& en lanqplig f6rsta funktionell grupp &r s&ledes: 

Eto ^ 

Eto - Si-- [f6rsta funktionell grupp i form av 

Eto trietoxisilan] 

Ett annat exeicpel p& en lamplig f&rsta funktionell 
grupp ar en fosfatgrupp, -H2PO4. 

Det fdrsta reagenset har en andra fuziktionell gxnipp 
XI/ som lampligen valjs s& att den ej reagerar eller 
endast i begransad omfattnlng reagerar med metallskiktets 
yta. En s&dan funktionell grupp har den fordelen att ett 
homogent monomolekyl&rt skikt med en v&ldef inierad 
andgrupp erh&lles dS metallskiktets yta behandlas med det 
fdrsta reagenset. Gruppen XI ar s&ledes lampligen en icke 
hydrolyserbar grupp. Gruppen XI b6r ej heller reagera med 
den fSrsta funktionella gruppen- LSmpliga grupper XI ar 
exempelvis -SH, -NH2/ och -OH. D& XI Sr en -NH2 grupp 



25 



30 



35 
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eller en -OH grupp f&r BO ej vara klor, eftersom detta 
skulle medf&ra o&nskade polymeriseringsreaktioner. 

Det fSrsta reagensets f6rsta och andra fiinktionella 
grupper ar lampligen f asta i tv& motst&ende andar av en 
5 kolforening Rl. F6retradesvis ar en s&dan kolf6rening Rl 
en kolkedja, som ar ogrenad eller har korta grenar, som 
lampligen har en ISngd av 1-6 kolatomer^ raer f6redraget 
1-3 kolatotner. Kolkedjan ar ISnipligen en tnattad, ali- 
fatisk kolkedja. Omattade kolkedjor kan delta i oonskade 
10 bireaktioner och starkt grenade eller cykliska fdreningar 
tar onSdlgt stor plats p& stawpens yta, vilket minskar 
denslteten av antlvidh&ftningsfunktionalitet pa denna 
yta. 

Den andra funktionella gruppen XI kan pliverka 

15 elektront^theten 1 de n§rmast bel&gzui atomema i mole- 
kylen, vilket kan ge oonskade effekter p& den f first a 
funktionella gruppen. Det Sr darf6r lampligt att Rl 
gruppen har B&dan utformning att den ur elektront&thets** 
synpunkt ''isolerar* gruppen XI fr&n den forsta funk- 

20 tionella gruppen. Vid alifatiska, mattade kolkedjor ar 
den CH2-93nipp som sitter narmast XI starkt p&verkad, den 
nastkotnmande CH2 -gruppen n&got p&verkad, medan den tredje 
CH2 -gruppen ar vasentligen opaverkad av XI. Gruppen Rl ar 
lampligen ostabstituerad for att inte p&verka de forsta 

25 och andra funktionella grupperna negativt. Rl har s&ledes 
lampligen en langd frSn den f6rsta till den andra 
fxmktionella gruppen av 1-10 kolatomer, foretradesvia 2-5 
kolatomer och mest fdredraget 3 kolatomer. 

Det ar ISnipligt att valja ett forsta reagens som 

30 uppfyller ovan beskrivna kriterier och som a.r kommer- 
siellt tillgangligt. Exempel pa ett fSredraget fdrsta 
reagens kr s&ledes merkaptopropyltrietoxisilans 

EtO ^ 

35 EtO - Si-CH2-'CH2-CH2-SH 

EtO . ^ 
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Det andra reagenset lnne£attar en f6rsta del X2, som 
avsedd at:t bindas till det fSrsta reagenset s Xl-gxrupp, 
och en andra del R2, som hax antlvldh&ftningsfunktiona* 
litet • 

5 Gruppen X2 valjs sk att den kc lamplig for reaktion 

med den Xl-grupp som fdreligger i det f6rsta reagenset. 
Reaktionen skall resultera i en bindning som kr till- 
rSckligt stark f6r att h&lla kvar antividhaftnings- 
funktionaliteten vid stampens yta. Den bindning som bil- 

10 das mellan XI och X2 ar dock svagare &n ovriga bindnlngar 
i det monomolekyl&ra skiktet. Btt eventuellt brott p& 
molekylkedjan kommer d& att ske pS ett £5ruts&gbart 
st&lle, n&mligen mellan XI och X2. Exempel p& lanqpliga 
konibinationer av XI och X2 ar: XI « --SH grupp och X2 « 

15 -SH grupp, vilka kan bilda en svavelbrygga, XI = -NHa 
grupp och X2 « C1-(C«0)-^ vilka kan bilda en peptid- 
bindning, eamt XI =» -OH och X2« HO-(C«0)-, vilka kan bilda 
en estjer. Speciellt foredraget Sr att s&vai XI som X2 ar 
-SH grupper, eftersom dessa bildar en bindning som ar 

20 stark nog for att hall a kvar antividhiftnings- 

funktionaliteten, men ar svagare kn exempelvis bindningar 
mellan kolatomer i molekylkedjan, mellan kolatomer och 
svavelatomer och mellan en silangrupp och stampens yta. 
Gruppen R2 innehiller ISnqDligen fluoratomer, vilka 

25 ger den onskade antividh^f tningsfunktionaliteten, Spe- 
ciellt l&mpligt ar att R2 har en fri andgrupp, som inne- 
hiller en kolatom till vilken en eller flera fluoratomer 
ar bundna, Pfiretradesvis fir gruppen R2 en fluorerad, 
alifatisk, mSttad kolkedja. Omtttade kolkedjor kan delta 

30 i odnskade bireaktioner och starkt grexiade eller cykliska 
foreningar tar on6digt stor plats, vilket minskar 
densiteten av antividhaf tningsfunktionalitet • 

Pluoratomema kommer att p&verka elektrontatheten i 
de narmast belagna atomema i molekylen, vilket kan ge 

35 oonskade effekter pa bindningen mellan X2 och XI. Det ar 
darfor IStt^ligt att gruppen R2 har sadan utforraning att 
den ur elektrontathetssynpunkt "iaolerar" X2 gruppen frSn 
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fluoral:omema. Vid ali£atiska, tnSittade Jcolkedjor Sr den 
CK2~9^PP sitter narmast en kolatom, som ar sub- 
stituerad med fluor, starkt p&verkad, medan den nast- 
koiranande CH2-gruppen Sr nSatan op&verkad. Gruppen R2 har 
5 lampligen &tminstone 1 och foretradesvis 2 CH2-grupper i 
rad narmast gruppen X2. Vid langre kedjor av CH2-grupper 
okar risken f6r brott. Antalet CH2-grupper i rad bor b&- 
ledes inte vara mer Slvi 5 . 

R2 har laiitpligen &tminstone en perfluorerad kolatom. 
10 Foretradesvis ^r denna kolatom R2-gruppens andgrupp, dva 
en CF3-grupp. Pier perf luorerade kolatomer ger battre 
antividhaf tningsf unktionalitet . Mycket ISnga kolkedjor 
6kar riaken for brott p& kedjan och g6r ock8& anti- 
vidhaftningsskiktet mindre stabilt, d& kolkedjoma kan 
15 andra vinkel i forhailande till ytan. R2 har s&ledea 

latnpligen 1-12 perf luorerade kolatomer, f6retr&desvia 2-8 
perf luorerade kolatomer och meet fdredraget 3-6 per- 
f luorerade kolatomer. 

Det ar lampligt att vaija ett andra reagens som 
20 uppfyller ovan beskrivna kriterier och aom ar kommer- 

siellt tillgangligt . Exempel p& f6redragna andra reagens 
ar saiedes IH, IH, 2H, 2H-perf luorooktantiol : 



SH- (CH2) 2- (CP2) 5-CF3 

25 

Det oxiderade metallskiktet tvattas med hjaip av 
exempelvis 1-4 organiaka Idsningamedel , exempelvis 
trikloretylen, etanol, aceton och isop3:opanol , efter 
varandra. Btan^en behandlas sedan med det fSrsta 
30 reagenaet. Denxia forsta behandling kan utf6ras eoitingen i 
vatskefas eller i gasfas. 

Vid en f6rsta behandling i vatskefas placeras 
stampen under ca 1-5 h i ett karl, som innehailer ca 
0,1-1% av det f6rsta reagenset i ett organiskt losnings- 
35 medel, lampligen en vattenfri alksui, vid rumstemperatur. 
Stairqpen tvattas sedan lampligen med hjaip av en eerie av 
1-4 organiska 15sningsmedel liknande de ovan namnda f6r 
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att ta bort s&dana foreningar som ej bundits kovalent 
till ytan. 

Vid en forsta behandling i gasfas placeras stampen i 
en ugn med vattenfri kvavgasatmosf&r vid en tewperatur av 
5 ca 50-250OC, lampligen ca 15G-220«C, och ett tryck vid 
vilket det forsta reagenset bef inner sig i gasfas^ van- 
ligen ett taryck av ca 0,5-20 kPa, lampligen ca 1-3 kPa* 
Den exakta kombination^ av temperatur och tryck v&ljs p& 
sadant satt att det aktuella f6rsta reagenset med saker- 
10 het foreligger i gasfas. Det f&rsta reagenset fors sedan 
in i ugnen, exempelvis med hj&lp av en spanxta, forangas 
och f&r reagera med stampen under ca 0,5-10 h- Stampen 
tas sedan ut ur ugnen och f&r svalna varefter den tvattas 
med en serie av organiska losningsmedel enligt ovan. 
15 Oasfasreaktionen kr betydligt mer komplicerad att 

utf6ra an den f6rh&llandevis enkla vatskefasreaktionen. 
Gasfasreaktionen ger dock ofta ett betydligt homogenare 
monolager p& stampens yta och ar darf or att f oredra i 
m&nga fall. 

20 Vid ett statnpamne med ett metallskikt av titan och 

ovannamnda fSredragna forsta reagens kan s&ledes foljande 
resultat erh&llas isfter den f6rsta behandlingen; 

Ti-0^ 

25 Ti-O- Si-CH2-CH2-CH2-SH 

Ti-O 



I beroende av ytans ursprungaatruktur kan bind- 
ningens mellan metallytan och silangruppen faktiska 

30 struktur och restprodnkten, etan eller etanol i exemplet 
ovan, p&verkas n&got. Bindningen mellan titanytan och 
silangruppen antas kunna ha utseendet (Ti) sSi eller 
{Ti-0)3Si, men det exakta utseendet ar inte helt 
klarlagt. OvannSmnda foarmler avses dftrmed beteckna en 

35 silangrupp som bundits till en metallyta oberoende av den 
faktiska bindningens exakta utseende. 
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Den tvattade statnpen behandlas sedan med det andra 
reagenset. Denna andra behandllng kan ut£6ras i s&vai 
vatskefas som gasfas. 

Vid en andra behandling i vatskefas placeras stampen 
5 i ett karl som inneh&ller ett latnpligt Ideningsmedel , 

exenqpelvis en vattenfri alkan, med ca 0,1-5% av det andra 
reagenset vid rumsteinperatur* Reaktionen tkr fortg& xinder 
ca 6-24 h varefter statnpen tas upp och rengors genoro 
doppning i ett eller flera bad med ett l^nqpligt, or- 
10 ganiskt 16sningsmedel , exen^elvis ovannamnda alkan, 
stampen torkas sedan och ar d&refter f&rdig f6r 
anvandning vid nanopr^gling. 

Vid en andra behandling i gasfas placeras atarapen i 
en ugn med vattenfri kvSvgasatmosf Sr vid en teicperatur av 
15 ca 50-200<>C, £6retradesvis ca 70-120»C, Ugnen evakueras 
till ett ligt tryck, l&mpligen ca 1-20 kPa, an mer 
£6redraget ca 5-10 kPa. Den exakta kombinationen av 
temperatur och tryck valjs p& s&dant s&tt att det 
aktuella andra reagenset med sakerhet f&religger i 
20 gasfas. Det andra reagenset f6rs sedan in i ugnen, 

exempelvis med hjalp av en spruta, fdrSngas och r eager ar 
under ca 1-10 h med monolagret p& stan^>ens yta, Statnpen 
tas ut ur ugnen, £&r svalna, rengdres sedan p& ovan 
beskrivna satt och ar sedan fardig f6r anvandning vid 
25 nalnopragling, 

Vid den andra behandlingen ar stampens yta redan 
fran borjan tackt med ett monomolekyiart skikt. Reaktion 
i gasfas ar darfdr vanligen inte nagon fordel avseende 
skiktets homogenitet. Reaktionen i vatskefas ar betydligt 
30 enkiare att utfora och ar darf6r normalt sett att fSredra 
vid den andra behandlingen. Vid nycket sma nanostrukturer 
fordras dock ibland reaktion i gasfas f6r att ett till- 
rackligt jamnt skikt ska erhailas efter reaktionen. 

Vid en reaktion mellan den ovan beskrivna produkten 
35 efter den forsta behandlingen och de ovan beskrivna 

foredragna andra reagensen kan saiedes fdljande resultat 
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erh&llas efter den andra behandlingen d& gruppeama XI och 
X2 reagerat och bildat en grupp Q 1 form av S-S; 

Ti-O 

5 Ti-O- Si-CH2-C3H2-CH2-S-S-(CH2)2-(C5'2)5-CF3 

tk den forsta funktionella gruppen istSllet for en 
silangrupp ar en fosfatgarupp kan exeitpelvis utnyttjas ett 
10 fdrsta reagens i form av merkaptopropylfosforsyra: 



15 



P-O-CH2 -CH2 -CH2 - SH 

HO^ 



Efter at:t detta fdrsta reagens f lists pit metallsklktet 1 
enlis^et med nagot av ovan beskrivna fdrf aranden kan det 
ovan n&mnda andra reagenset IH, IH, 2H, 2H- 
perf luorooktantiol sedan utnyttjas i en andra behandling 
20 enligt ovan f6r astadkonanande av foljeuade 

antividhaftningsskikt pa metallskiktets yta (Me i formeln 
nedan avser en lamplig metall, s&som Ti) : 

Me-O O 

25 ^-0-CH2-CH2-CH2-S-S- (CH2)2-<CF2)5-CP3 

Me-0 ^ 



Ett Bktt, att f&sta en fosfatgrupp p& en metalloxid 
beskrlvs i ''Surface Modifications for c^tical Biosensor 

30 Applications" av Rolf Hofer, Diss. BTH No. 13873, Ziirich 
2000. Enligt detta satt behandlas metalloxiden med ett 
orgamlskt 16sningsinedel som inneh&ller fosfatgrupper# 
varvid fosfatgruppema kemiskt binds till tnetallcnciden. 
Enligt en annan utfdringsform bildas ett anti- 

35 vidhaftningsekikt genom att man direkt faster en fSrdig 
molekylkedja p& stampens yta, exempelvis en molekylkedja 
som innef attar en grupp som kan binda in till stanipens 
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yta satnt &tminstone en f luorinneh&llande grupp. En f^rdig 
molekylkedja innebar att antividhaftningsskiktet fasts p& 
stampens yta i ett enda steg, vilket fdrenklar det 
praktiska handhavandet . Inf^stning av en fardig 
5 molekylkedja 1 ett enda steg genomfors pi vasentligen 
samma satt och under sarama f drhailanden som avail 
beskrivits for den f6rsta behandlingen. Det resulterande 
antividhaftningsskiktet kan vid ett tnetallskikt av titan 
exempelvis erhAlla nedanst&ende xxtseende; 

•0 

TiO ^ 

TiO- Si-(CH2)2-(CP2)5-CF3 
TiO ^ 



15 Ett lanipligt fdrfarande £5r framstailning av en 

staitp kan s&ledes innefatta f61jande steg; 

a) ett stan^anuie av nickel f6rses p& kAnt satt med 
ett nanomonster pa sin yta 

b) stampatnnet tvattas pa kant satt med en blandning 
20 innehailande 15 vol% NH3, 70 vol% H2O och 15 vol% H2O2 

och torkas sedan 

c) stanpaTOnet placeras i en vakuum-ugn, vaarvid 
forangad inetall tillfors och fails ut pa staTnpatnnets yta 

d) den darmed med ett metallskikt forsedda stampen 
25 tas ut ur ugnen, vazrvid metal Iskiktets yta bringas att 

oxideras vid kontakt med filtrerad omgivningsluft 

e) stampens oxiderade metallskikt forses med ett 
antividhaftningssklkt genom reaktion i ett eller flera 
steg 

30 f ) stampen tvattas pa kant satt med en serie av 

organiska Idsningsmedel, torkas och ar sedan fardig f6r 
anvandning exempelvis vid nanoimprintlitografi eller vid 
gjutning av fdremai med nsmomdnster. 



35 



Det finns aven andra satt att framstalla en starry 
enligt uppf inningen. En mojlighet ar att utnyttja en 
molekyl som istailet for ovan namnda fosfat- och 
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sllangrupper har en karboxylgrupp eom fSrsta ftmktionell 
grupp. Karboxylgruppen binder dock inte in tillrSckligt 
stabilt direkt p& ett oxiderat metallskikt av aluminiuin 
eller titan. Om metallskiktet daremot ytbehandlas ined ett 
5 tiint skikt (tnotsvarande nigot eller nligra atomlager) av 
zirkoniumoxid konimer dock inbindningen av 
karboxylgrupperna att bli mycket god och ett starkt 
antividhaftande skikt kan erh&llas. Btt skikt av 
zirkoniumoxid kan Sven anv&ndas f6r att forstarka 
10 bindningen av fosfatgrupper p& ett metallskikt av Ti02 
eller AI2O3. Ett skikt av zirkoniumoxid kan exempelvis 
fallas ut p& metallskiktet av Ti02 eller AI2O3 genom att 
stairpen placeras i eri reaktionskammare som evakueras till 
0,013 Pa. Destillerad (t -Butyl -O) 4Zr tillf6res till 
15 readctorn. D& ett zirkoniumskikt med 6nskad tjocklek har 
astadkoraroits p& stampen tas denna ut ur reaktorn, tvattas 
och behandlas enligt ovan med ett ISmpligt reagens f6r 
bildande av ett antividh&f tningsskikt • 

En annan mojlighet att framstSlla en stamp enligt 
20 uppfinningen kx att behandla det oxiderade metallskiktet 
med en superkritisk vatska som inneh&ller en lamplig 
molekyl, tex n&got av de ovan beskrivna reagensen, i 
losning. En s&dan vatska ar superkritisk CO2. Den laga 
viskositeten och hoga dif fusiviteten hos superkritisk CO2 
25 gor att reagenset latt kan transport eras in i stampens 
nanostrukturerade reliefm6nster och binda in till det 
oxiderade metallskiktet* Exen^elvis kan ett stort 
overskott av en lamplig molekyl, tex nagot av de ovan 
beskrivna reagensen, Idsas i en tryckreaktor med 
30 superkritisk CO2 vid ett tryck av 7500 psi (500 bar) och 
en temperatur av 150 «C- Stampen placeras i tryckreaktom 
under nagra minuter « Den med ett monomolekyiart skikt 
forsedda stampen tas sedan ut ur tryckreaktom och 
tvattas i efterfoljande steg med ett lampligt 
3 5 losningsmedel . 
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En mixuire f6redragen m&jlighet Slx att doppa ned 
starapen toed det oxiderade metallskiktet i en losning sow 
inneh&ller en lan^lig tnolelQrl, tex n&gon av de ovan 
beskrivna reagensen. Ett loaningsinedel eom kan anvSndas 
S ar tetrahydrofuran. (THF) . Neddoppning i losningsmedel 
dock tnycket kansligt f6r event uella vattenr ester i 
losningsmedlet och risken ar stor att det antividhSftande 
skiktet inte tkx 6nskad kvalitet. F6rbrukningen av 
reagens blir o£ta relativt stor. 

10 

Det antividh&ftande skiktet ar lAnq^llgen 
tnonoioolekyiart. I vissa fall kan dock utnyttjas sklkt sora 
har en vies polymerisation p& sklktets yta. 

15 Detail erad beskrlvning av ett fftredraget utf6ring8exenipel 
I fig 1 visas en stanqp 1 fdr anvandning vld 
nanolniprintlitograf i . Stait^en 1 har ett statnp&Tnne 2 av 
nickel. Stanpamnet 2 har framst^llts genom elektro- 
piatering av en strukturerad kiselskiva och darvid 
20 erh&llit ett antal utskott, i fig 1 schematiskt visat som 
ett utskott 4 raed en hojd HO av ca 200 nm och en bredd BU 
av ca 200 nm. Ett titansfcikt 6 har genom ovan beskrivna 
for&ngning i vakuum applicerats pk stampamnets 2 yta 8. 
Titanskiktet 6 har en total tjocklek HT av 10 nm. 
25 Titanskiktet 6 har vid kontakt med filtrerad 

otngivningsluft bildat en oxidfilm 10, s&som b^st fratng&r 
av flgtir 2. Oxidfilmen 10 har en tjocklek HO av ca 5 nm. 
Under oxidfilmen 10 fdreligger titan fortfarande 1 
metallisk form och bildar d&rvid ett metalliskt sklkt 12 
30 som fasth&ller titanskiktet 6 vld stanqpamnets yta 8. 

PS. oxldf ilmens 10 mot on^lvnlngen exponerade yta 14 
sitter ett monomolekylSLrt antividh&ftningsskikt, i fig 2 
schematiskt visat som 16. Antivldhaftningsskiktet 16 har 
f rams t all ts med hjSlp av de ovan beskrivna forsta och 
35 andra behandlingaxma. Varje molekyl 18 i 

antividhaftningaskiktet 16 innefattar s&ledes en 
silangrupp 20, som kx bunden till oxidfilmen 10, och en 
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fluorinneh&llande grupp, i fig 2 schematiskt visad som 
22. 

D& stacnpen 1 utnyttjas for att prSgla ett monster i 
ett DVD-skivanme 24 av polykarbonat varms s&vai stampen 1 
5 som DVD-skivatnnet 24 upp, varvid utskotten 4 pressas in i 
det mjuka atnnet 24- De fluorerade allcylgruppema 22 
haftar inte vid aninet 24 och har dSrmed den ef fekten att 
stampen 1 efter pr^glingen l&tt kan losgoras fr&n amnet 
24 utan att hafta vid detta. 
10 Det inses att en mSngd modif ieringar av den ovan 

beskrivna ntf Sringsfoimen Scv tndjliga xnom ramen f6r 
uppfinningen, s&som den definieras av de ef terf51jande 
patentkraven. S&lvinda kan sSttet och formverktyget 
utnyttjas for framstSllning av en mangd stsnakturer i 
15 nanoskala. Porniverktyget kan antingen pressas in i ett 
substrat p& ett fdreia&l eller anv&ndas som en del av en 
gjutform i vilken ett nanottiSnstrat £6retn&l skall gjutas. 
Icke begransande exempel p& e&dana fttrem^l ar integrerade 
kretsar, mikroanordningar, magnet iska lagringsmedia och 
20 opt iska lagringsmedia. Exempel p& opt iska lagringsmedia 
ar, f6rutom ovan namnda CD- och DVD-skivor, aven framtida 
generationers opt iska lagringsmedier- Dessa 
lagringsmedier kan fSrvantas ha betydligt mindre 
strukturer an t ex DVD-skivor och d&rmed stS.ll a Sn hogre 
25 krav p& l&g vidhaftning mellan formverktyget och 
exempelvis en polymer pA mediets yta- 

Exempel 1 

Vid framst&llning av en stamp utnytt jades ett 
staropamne av nickel, som framstallts via elektropl&tering 
av en strukturerad kiselskiva fdr att bilda ett nano- 
strukturerat monster laiqpligt fdr framst&llning av 
opt iska lagringsmedier, s&som CD och DVD-skivor. MSnstret 
hade utskott med en typisk bredd av 200-600 nm och en 
hojd av 150 nm. Stamp&tnnet tvattades med en blandning 
inneh&llande 15 vol% NH3, 70 vol% H2O och 15 vol% H202- 
Stampamnet placerades sedcui i en ugn som evakuerades till 
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ett tryek av 0,013 Pa. P6r&ngad titan tillf6rdes sedan 
till ugnen under nAtning av titanskiktets tjocklek p& 
statnpamnet. N^r skiktet hade en tjocklek av ca 10 nm 
avbrdts behandlingen och den med ett titanskikt fdrsedda 
5 stampen togs ut wc ugnen. D& statnpen togs ut i rurasluft 
skedde en naetan momentan oxidation av titanskiktets 
yta. 

Stanqpen tvattades sedan med organisk tvatt i tre 
steg inneh&llande i tur och ordning trikloretylen, aceton 
10 och isopropanol. Varje ateg varade i ca 1 minut. Stampen 
torkades sedan i H2 sitmos£^. 

Stanpen infdrdes sedan i en s.k. kallad handskbox, 
som var fylld med kv^vgas vid atmosf&rstryck. Halten av 
8&vai eyrgae, O2, som vatten&ngar H2O, i handskbcacen var 
15 under 1 ppm. Stanpen placerades i en petrisk&l, som hade 
en volym av 20 ml. Petrisk&len hade i f6rvag passiverats 
genom en behandling med dimetyl-diklor-silan (10% Idsning 
i diklormetan) f6r att inte reagera med det tillf6rda 
reagenset. Petrisk&len placerades p& en v^rmeplatta i 
20 handskboxen, varvid en teir5)eratur av 250 "»C stalldes in p& 
varmeplattein . 10 |il av tridekaf luoro- (1, 1,2,2) - 
tetrahydrooktyl-triklorsilan (Sven kallad F13-TCS) , 
injicerades i petrisk&len, f6r&ngades och fiek reagera 
med stampen under tv& timmar. Stan^pen togs sedan ut ur 
25 handskboxen, fick svalna, tv&ttades med hexan i tre p& 
varandra fdljande bad och torkades sedan med kvavgas. 

Stampen utnytt jades sedan vid nanoimprintlitograf i 
f6r att 6verf6ra ett m&nster till en platta som var 
belagd med ett skikt av en termoplast. Ingen vidhSftning 
30 av termoplast vid stampen kunde detekteras. 

Exempel 2 

En stamp fdrsSgs med ett titanskikt och tvattadee i 
enlighet med Exempel l. Den tvattade stampen infdrdes i 
35 en glasreaktor (standard glasreaktor fr&n schott Gmbh, 
DE) , aom i f6rv&g passiverats med hjSlp av dimetyl- 
diklorsilan enligt ovan. I en av reaktorns genomfSringar 
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till£6rdes ren Icv&vgaB (99,99%) som fick spola igenom 
reaktorn, varvid kvSvgas och kvarvarande luft spoladee ut 
genom en annan genomforing. Efter spolning i 10 minuter 
evakuerades reaktom till ett tryck av < 100 Pa for att 

5 ytterligare minska mangden syre och vatteninga. Den 
evakuerade reaktom upphettades till 250«»C p& ett 
varmebad varefter 10 ^l F13-TCS tillfdrdes genom en 
injektionsport. Efter 2 h togs staicpen ut ur reaktom och 
var efter motsvarande tvltt som i exerapel 1 f ardig att 

10 anvoindaB . 

Exerapel 3 . 

En stair«» ffirs&gs med ett titanskikt och tv&ttades i 
enlighet med Exempel 1. Den tvattade stawpen placerades i 

15 en bSgare. Bagaren innehail ett stort fiverskott av F13- 
TCS i vattenfri hexan. Efter 16 tiraraar vid 50 •C togs 
Btan^ien upp och tv&ttades med hexan i tre pft varandra 
f51jauide bad och torkades sedan med kvavgas. 

Vid fdrs5k med nanoin5>rintlitograf i liknande 

20 forsdken i exeii?)el 1 kunde viss deformering av strukturen 
p& plattans termoplaat noteras. Detta tyder pk att 
antividhaftningsskiktet inte blev helt j&wnt, troligen 
beroende pS. viss polymarisering fdrorsakad av 
vat tenrester . 

25 



02 06/20 TOR 14:08 FAX +48 471^0887 AW/»>ATENT AB 



7^0887 AW^t>A'I£NT AB . 

+48 470 2^7 



25 

PATENTKRAV 

1, satt att framstaila ett formverktyg (1), som kr 
5 avsett ffir utfortraiing av ett reliefmSnster i nanoskala p& 
ett foretnil (24) och har ett skikt (16) , som kr 
antividhaf tande med avseende pci forem&let (24) , 
kannetecknat av stegen 

att ett staii?)aron.e (2) forses med relief mSnster (4) 

10 pa en yta (8) , 

att den monstrade ytan (B) beiaggs med ett skikt (6) 
av en metall, som har ett stabilt oxidationstal och kan 
bilda en mekaniskt stabil oxidfilm, 

att skiktet (6) av metall oxideras fdr bildande av 
15 en oxidf ilm (10) , och 

att oxidf ilmen (10) pafdrs atminstone ett reagens, 
som innehailer molekylkedjor (18) , som var och en har en 
kopplingsgrupp (20) , som binds med kemisk bindning, 
ffiretradesvis en kovalent bindning, till oxidf ilmen (10) , 
20 varvid molekylkedjoma (18) antingen fran bdrjan 

innef attar atminstone en fluorinnehailande grupp (22) 
eller i en efterfSljande behandling forses med atminstone 
en sadan grupp (22) . 

2. Satt enligt krav 1, vid vilket naranda metall 

25 valjs bland titan, zirkonium, niob, tantal och aluminium 
och blctndningar darav. 

3. satt enligt krav 1 eller 2, vid vilket 
kopplingsgruppen (20) vaijs bland silangrupper, 
fosfatgrupper och keurboxylgrupper. 

30 4. satt enligt nagot av Icrav 1-3, vid vilket 

mstallen tillfors den mdnstrade ytan (8) i fdrangad form. 

5. satt enligt nagot av f6regaende krav, vid vilket 
skiktet (6) av metall oxideras genom att bringas i 
kontakt med en syreinnehailande gas, sasom 

3S omgivningsluft, filtrerad omgivningsluft eller en 
syntetisk syreinnehailande gasblandning . 
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6. satt enligt n&got av krav 1-5, vid vilket den 
mdnstrade ytan (8) belaggs med ett skikt (S) av met all 
med €aa tjocklek (HT) av 1-300 nm, fSretradeavis 1-100 ran. 

7. Formverktyg, som Sir avsett f6r utformning av ett 
5 reliefm6nster i nanoskala p4 ett forem&l (24) och bar ett 

skikt (16) , eom kr antividhaftande med avseende 
foremilet (24) , kannetecknat avatt 
formverktyget (1) iimefattar ett stanrpSimne (2) , som pa 
sin yta (8) uppviseu: ett relief monster, och ett skikt (6) 
10 av en metall, som har ett stabilt oxidationstal och kan 
bilda en mekaniskt stabil oxidfilm, vilket skikt (6) av 
metall har applicerats pSi n&mnda yta (8) och sedan 
oxiderats f6r bildande av en mekaniskt stabil oxidfilm 
(10) , varvid det antividhaftande skiktet (16) innefattar 
15 molekylkedjor (18) , som vardera har Atminstone en 
kopplingsgruiqp (20) , som med kemisk bindning, 
fdretradesvis en kovalent bindning, ftr bunden till 
oxidf ilmen (10) , och &tminstone en f luorinneh&llande 
grupp (22) . 

20 8. Formverktyg enligt krav 7, vid vilken namnda 

skikt (6) av metall har en tjocklek (HT) av 1-300 nm, 
f6retrELdesvis 1-100 nm. 

9 . Formverktyg enligt krav 7 eller 8 , vid vilken 
namnda stan^amne (2) innefattar en metall och/eller 

25 kisel. 

10. Formverktyg enligt krav 9, vid vilken stamparonet 
ar ett nickelstampamne (2) . 

11. Formverktyg enligt nigot av krav 7-10, vid 
vilken skiktet (6) av metall 4r ett aluminium-, 

30 zirkonixim-, tantal-, niob- eller titanskikt. 

12. Lagringsmedium, sasora en CD- eller DVD-skiva 
eller en harddisk, kannetecknat avatt ett 
formverktyg (1) enligt nagot av krav 7-11 utnyttjats f6r 
utfo3cmning av ett reliefm&nster pa mediet (24) - 
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SAMfDVNDHAG 

Vid ett satt att f ratnstaila ett forniverktyg (1) . som 
ar avsett f6r utfonnning av ett relief tnSnster i nanoskala 
p& ett fSremai (24) och har ett skikt (16) , som Sr 
antividh&ftande med avseende p& fSrem&let (24) , fSrees 
ett stanipanine(2) med reliefmorxBter (4) p& en yta (8). Den 
m6nstrade ytan (8) bel&ggs med ett skikt (6) av en 
metall, som har ett stabilt oxidationstal och kan bilda 
en mekaniskt stabil oxidfilm. Skiktet (6) av metall 
oxideras fdr bildande av en oxidfilm (10) . Oxidf ilmen 
(10) p&f6rs atminstone ett reagens, som innehAller 
molekylkedjor (18) , som var och en har en kopplingsgrupp 
(20) , som binds med en kemisk bindning till oxidfilmen 
(10) , varvid molekylkedjoma (18) antingen fr&n borjan 
iimefattar &tminstone en f luorinneh&llande grupp (22) 
eller i en ef terf 61 j ande behandling f drees med &tminstone 
en s&dan grupp (22) . 
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Publicerlngsbild: Fig 2 



